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摘　要:对硫化锌粉料 、硫化锌半导体微晶薄膜进行了 X射线光电子发射谱剖
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Abstract:　On the basis of analysis on XPS (X-ray pho toelectron spect roscopy)
technique the informat ion on elect ron states of ZnS powder , ZnS thin f ilm surface and
internal layer is obtained.The effect of the microst ructure of ZnS powder and ZnS thin
film on electroluminescent characteristics is revealed.
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诸多因素影响 ,如晶相 、晶向 、晶粒尺寸 、膜
厚 、掺杂 、氧吸附 、晶界 、界面态等。而这些因
素又都对薄膜中载流子浓度及其迁移率 、复
合寿命等产生影响。有关薄膜电学特性和制










测量 ,深度剖析是在 VG ,ESCA , LAB , MK-
Ⅱ型 X射线光电子能谱仪上进行的。实验






详述[ 3、4] 。如图 1所示 ,本文对未灼烧的硫
图 1　硫化锌的 C1s 的 XPS 谱图
Fig.1　XPS spectra of C1s in ZnS
化锌原粉(a)、灼烧两次的硫化锌粉料(b)、分
舟热蒸发所研制薄膜表层(c)及表层下 15
nm 处(d)进行 XPS 测量。用分峰技术分析
硫化锌薄膜表层的 C1s ,如图 2所示。对各
层实测的光电子发射谱 ,分别用分峰技术 ,用
C1s(a),C1s(b),C1s(c),C1s(d),O1s(a),O1s
(b),O1s(c)对 C1s和 O1s进行拟合 ,经荷电
校正后 ,计算未灼烧原粉 、灼烧两次粉料 、薄
图 2　硫化锌薄膜表层 C1s的拟合结果
Fig.2　Fitting of C1s in the surface of ZnS thin film
















O1s(b)光电子发射峰 ,对灼烧两次的 ZnS 粉
料有 C1s(a), C1s(b), C1s(c), O1s(a), O1s
(b)光电子发射峰。表层下 15 nm 处有 C1s
(a),O1s(a),O1s(b)的光电子发射峰。
表 1　硫化锌中 C1s ,O1s的相对浓度
Tab.1 Relative densities of C1s ,O1s in ZnS
硫化锌
C1s O1s
(a) (b) (c) (d) (a) (b) (c)
未灼烧原粉 5.59 3.54 - - 3.08 3.70 -
灼烧两次粉料 10.60 1.75 0.86 - 2.06 1.34 -
薄膜表层 14.18 2.55 1.81 4.02 1.62 19.73 2.85
薄膜表层下 15 nm 7.57 - - - 0.92 0.18 -




减少;灼烧前的掺杂 、研磨 、灼烧的污染 ,通过
高温灼烧已碳化 ,所以 C1s(a)(石墨性质的
碳)增加;少量碳已进入晶格 ,置换 Zn2+成为
CS ,所以有 C1s(c)存在 。薄膜表面的 C1s及
O1s含量与表层下 15 nm处的含量相比均增
加。表明这些物质可能较多地来自表面吸附
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